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Bedingt durch ihre vorteilhaften Material-
eigenschaften sind Transistoren aus Gal-
liumnitrid (GaN) auch fur leistungselektro-
nische = Anwendungsbereiche  attraktiv.
Lange Zeit waren fur Transistoren dieser Art
allerdings nur empirische Modelle verfug-
bar. In jungster Vergangenheit wurden von -
der ,Compact Modelling Coalition”, einer SFP
Interessengemeinschaft flir die Standardi-
sierung von Simulationsmodellen, zwei GFP
physikalisch basierte Modelle als Industrie- G
standard vorgeschlagen: das ,MIT Virtual
Source GaN” (MVSG) des MIT, sowie das S AlGaN D
~Advanced Spice Model for HEMTs"” (ASM-

HEMT) des IIT Kanpur. In dieser studen- '
tischen Arbeit sollen fir einen vorliegenden
Transistor fur beide Modelle ein Parameter-
satz extrahiert und beide Modelle hinsicht- Layer stack eines AlGaN/GaN HEMTs (1)
lich ihrer Eigenschaften verglichen werden.

Arbeitspunkte

* Einarbeitung in die Funktionsweise von
MVSG und ASM-HEMT

* Charakterisierung eines GaN-HEMTs mit
einem Semiconductor Device Analyser

 Parameterextraktion

* Prifung der resultierenden Transistor-
modelle

Drain Current (A)

» Ausarbeitung und Vortrag

Drain Voltage (V)

Ausgangskennlinienfeld, simuliert von ASM-HEMT (2)
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